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はじめに β-Ga2O3は，4.8 eVのバンドギャップを有し，パワー半導体として期待されている．近

年，Halide Vapor Phase Epitaxy（HVPE）法が進展し，高品質なエピ膜が高速成長できるようにな

った．我々は，Edge-defined film-fed growth（EFG）成長結晶に作製したショットキーバリアダイ

オード(SBD)の電気的特性(I-V)と転位との関連を明らかにし[1]，前回，HVPE 成長エピ膜に作製

した高リークの SBDでは、芯あり弾丸状エッチピットが観察された[2]．今回，HVPE SBDでエミ

ッション観察を行い，エミッションスポットと芯あり弾丸状エッチピットとの関連を調べたので

報告する． 

実験方法 実験では，EFG 成長 β-Ga2O3単結晶(001)基板上に，HVPE 法でホモエピタキシャル膜

を成長した結晶を用いた．裏面に Ti/Ni/Auオーミック電極を形成し，表面に 50~600 μm径の Ni/Au

電極を等間隔に形成した縦型のフィールドプレート付き SBD を作製し，各 SBD の(I-V)特性を測

定した．次に，SBDに逆バイアス-200 Vを印加し，CCD カメラで SBD 電極をエミッション観察

した．その後，熱リン酸によってエッチングを施し，エッチピットを微分干渉顕微鏡および原子

間力顕微鏡(AFM)により観察した． 

実験結果 図 1の逆方向リーク電流がみられた SBD のエミッション顕微鏡像が示すように，電極

内にエミッションスポットが観察された．エッチピットを観察した結果，図 1 のエミッションス

ポットの箇所に，図 2のように，800 nmほど深さ方向に伸びた、芯を先端付近に持つ弾丸状エッ

チピットが観察された． 

まとめ HVPE エピ膜において，逆方向リーク電流の高い SBD で、エミッションスポットは芯あ

り弾丸状エッチピットと関連があることがわかった． 
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Fig. 2. AFM image and depth profile of an etch pit 

on β-Ga2O3 (001) surface observed at the 

emission spot. 

Fig. 1. CCD image of emission spot 

observed on HVPE β-Ga2O3 

(001) SBD. 
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